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가장 최적화된 명령 세트를 사용하는 것과 같이, 후속 동작에 대한 준비시에 비휘발성 메모리를 구성하기 위해

명령들을 사용할 수 있다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

호스트 제어기로부터 준비 명령을 수신하는 단계; 및

상기 준비 명령에 기초하여 비휘발성 메모리에서의 후속 동작을 준비하기 위해 비휘발성 메모리를 구성하는 단

계

를 포함하는 방법.

청구항 2 

제1항에 있어서, 구성하는 단계는 명령 순서를 변경하는 단계 또는 최적화된 명령 세트를 사용하는 단계를 포함

하는 방법.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 명령은 판독 명령 또는 프로그램 명령 중 적어도 하나인 방법.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 명령은 상태 요구 명령인 방법.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 후속 동작은 다중 페이지(multipage) 프로그램 동작인 방법.

청구항 6 

비휘발성 메모리에서의 후속 동작을 준비하기 위해 비휘발성 메모리 디바이스의 비휘발성 메모리를 구성하도록

동작 가능한 제1 명령을 상기 비휘발성 메모리 디바이스에 전송하는 단계;

상기 비휘발성 메모리에서 동작을 수행하기 위해 상기 비휘발성 메모리 디바이스에 제2 명령을 전송하는 단계;

및

상기 동작으로부터 야기된 데이터를 수신하는 단계

를 포함하는 방법.

청구항 7 

제6항에 있어서, 구성하는 단계는 명령 순서를 변경하는 단계 또는 최적화된 명령 세트를 사용하는 단계를 포함

하는 방법.

청구항 8 

제6항에 있어서, 상기 제1 명령은 판독 명령 또는 프로그램 명령 중 적어도 하나인 방법.

청구항 9 

제6항에 있어서, 상기 제1 명령은 상태 요구 명령인 방법.

청구항 10 

제6항에 있어서, 상기 제2 명령은 다중 페이지 프로그램 동작인 방법.

청구항 11 

시스템으로서,

호스트 제어기로부터 준비 명령을 수신하도록 구성된 인터페이스(interface); 및
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상기 인터페이스에 연결되고, 상기 준비 명령에 기초하여 비휘발성 메모리에서의 후속 동작을 준비하기 위해 비

휘발성 메모리를 구성하도록 동작 가능한 제어기

를 포함하는 시스템.

청구항 12 

제11항에 있어서, 구성하는 것은 명령 순서를 변경하는 것 또는 최적화된 명령 세트를 사용하는 것을 포함하는

방법.

청구항 13 

제11항에 있어서, 상기 명령은 판독 명령 또는 프로그램 명령 중 적어도 하나인 방법.

청구항 14 

제11항에 있어서, 상기 명령은 상태 요구 명령인 방법.

청구항 15 

시스템으로서,

복수의 명령들을 저장하는 메모리; 및

상기 메모리에 연결된 프로세서 

를 포함하며,

상기 프로세서는,

비휘발성 메모리에서의 후속 동작을 준비하기 위해 비휘발성 메모리 디바이스의 비휘발성 메모리를 구

성하도록 동작 가능한 제1 명령을 비휘발성 메모리 디바이스에 전송하고, 

상기 비휘발성 메모리에서 상기 동작을 수행하기 위해 상기 비휘발성 메모리 디바이스에 제2 명령을 전

송하고, 

상기 동작으로부터 야기된 데이터를 수신하도록 구성 가능한 것인, 시스템. 

청구항 16 

제15항에 있어서, 구성하는 것은 명령 순서를 변경하는 것 또는 최적화된 명령 세트를 사용하는 것을 포함하는

시스템.

청구항 17 

제15항에 있어서, 상기 명령은 판독 명령 또는 프로그램 명령 중 적어도 하나인 시스템.

청구항 18 

제15항에 있어서, 상기 명령은 상태 요구 명령인 시스템.

청구항 19 

제15항에 있어서, 상기 후속 동작은 다중 페이지 프로그램 동작인 시스템.

청구항 20 

비휘발성 메모리 디바이스에 제1 명령을 전송하는 수단 - 상기 제1 명령은 비휘발성 메모리에서의 후속 동작을

준비하기 위해 상기 비휘발성 메모리 디바이스의 비휘발성 메모리를 구성하도록 동작 가능함 -;

상기 비휘발성 메모리에서 상기 동작을 수행하기 위해 상기 비휘발성 메모리 디바이스에 제2 명령을 전송하는

수단; 및

상기 동작으로부터 야기된 데이터를 수신하는 수단
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을 포함하는 방법. 

                              

명 세 서

기 술 분 야

이 발명의 내용은 일반적으로, 관리형 비휘발성 메모리(managed NVM)의 액세스 및 관리에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

플래쉬(flash) 메모리는 전기적으로 소거가능하고 프로그램가능한 판독 전용 메모리(EEPROM)의 종류이다.  플래[0002]

쉬 메모리들은 비휘발성이고 비교적 조밀하기 때문에, 그것들은 휴대용 컴퓨터, 이동 전화기, 디지털 카메라,

포터블 뮤직 플레이어, 및 다른 스토리지 솔루션들(storage solutions)(예를 들면, 자기 디스크들)이 적당하지

않은 많은 그 외의 디바이스들에 파일들 및 그 외의 영구적인 오브젝트들을 저장하는데 사용된다.

NAND는 하드 디스크 또는 메모리 카드와 같이, 블럭 디바이스처럼 액세스가능한 플래쉬 메모리의 종류이다.  각[0003]

각의 블럭은 다수의 페이지들(pages)(예를 들면, 64-128 페이지들)로 이루어진다.  통상적인 페이지 크기는 4KB

내지 8KB 바이트이다.  NAND 디바이스는 각각 4096 내지 8192 블럭들을 가지는 다수의 다이(die)들을 가질 수

있다.  에러 검출 및 정정 체크섬(checksum)들을 저장하는데 사용되는 바이트들의 수는 각각의 페이지에 연관되

어 있다.  판독 및 프로그래밍은 페이지 기반으로 수행되며, 소거는 블럭 기반으로 수행되고, 블럭내의 데이터

는 오직 순차적으로 기입될 수 있다.  NAND는 정상적인 디바이스 동작중에 플립(flip)될 수 있는 비트들을 보상

하기 위해 에러 정정 코드(Error Correction Code; ECC)에 의존한다.  소거 또는 프로그램 동작들을 수행할 때,

NAND 디바이스는 프로그램하거나 소거하는 것을 실패한 블럭들을 검출하고, 그 블럭들을 불량 블럭 맵에 불량으

로 표시할 수 있다.  데이터는 다른 양호한 블럭 및 업데이트된 불량 블럭 맵에 기입될 수 있다.

관리형 NAND 디바이스들은, 에러 정정 및 검출뿐만 아니라, NAND 메모리의 메모리 관리 기능들을 다루기 위해[0004]

미가공된 NAND에 메모리 제어기를 결합시킨다.  관리형 NAND는 볼 그리드 어레이(Ball Grid Array)(BGA) 패키지

들, 또는 멀티미디어 메모리 카드(MMC) 및 시큐어 디지털(SD) 카드와 같은 표준화된 프로세서 인터페이스들을

지원하는 그 외의 집적 회로(IC) 패키지에서 상업적으로 이용가능하다.  관리형 NAND 디바이스는 다수의 NAND

디바이스들 또는 다이들을 포함할 수 있으며, 이들은 하나 이상의 칩 선택 신호들을 사용함으로써 액세스될 수

있다.  칩 선택은 동일한 버스(bus)에 연결된 일부 칩들 중에 하나의 칩을 선택하기 위해 디지털 전자기기에서

사용되는 제어 라인이다.  칩 선택은 통상적으로 대부분의 IC 패키지들상의 명령 핀이며, 디바이스의 입력 핀들

을 그 디바이스의 내부 회로에 연결시킨다.  칩 선택 핀이 비활성 상태에 유지될 때, 칩 또는 디바이스는 그것

의 입력 핀들의 상태에서의 변화를 무시한다.  칩 선택 핀이 활성 상태에 유지될 때, 칩 또는 디바이스는 그것

이 버스 상의 유일한 칩인 것처럼 반응한다.

ONFI(Open NAND Flash Interface Working Group)은 서로 다른 벤더들로부터 일치되는 NAND 디바이스들 사이에[0005]

서 상호 운영성(interoperability)을 가능하도록 하기 위한 NAND 플래쉬 칩들에 대한 표준화된 저레벨 인터페이

스를 개발해 왔다.  ONFI 스펙 버전 1.0은, : TSOP-48, WSOP-48, LGA-52 및 BGA-63 패키지들에서의 NAND 플래

시에 대한 표준 물리적 인터페이스(핀-아웃); NAND 플래쉬 칩들을 판독, 기입 및 소거하는 것에 대한 표준 명령

세트; 및 자기 확인(self-identification)을 위한 메카니즘, 을 명기한다.  ONFI 스펙 버전 2.0은, 채널 1에

연결된 홀수 칩 선택(칩 인에이블 또는 "CE"로도 지침됨)들 및 채널 2에 연결된 짝수 CE를 가지는 듀얼 채널 인

터페이스들을 지원한다.  물리적인 인터페이스는 전체 패키지에 대해 8 CE들 이상을 가질 수 없다.

ONFI 스펙들이 상호 운영성을 가능하도록 하는 반면에, 현재의 ONFI 스펙들은 관리형 NAND 솔루션들을 완전히[0006]

활용하지 못한다.  

발명의 내용

비휘발성 메모리 시스템들을 위한 다중 페이지 준비 명령들이 개시된다.  다중 페이지 준비 명령들은 다가오는[0007]

다중 페이지 프로그램 동작들을 위한 비휘발성 메모리 디바이스를 준비하는데 사용될 수 있는 데이터를 제공한

다.  호스트 제어기는 다중 프로그램 명령의 사용을 최적화하기 위해 다중 페이지 프로그램 동작에 앞서 명령들

을 사용할 수 있다.  비휘발성 메모리 디바이스는, 명령 순서를 바꾸거나 이후의 동작을 위해 가장 최적화된 명

령 세트를 사용하는 것과 같이, 후속 동작에 대한 준비에 있어서 비휘발성 메모리를 구성하기 위해 명령들을 사
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용할 수 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 관리형 NVM 패키지에 연결된 호스트 프로세서를 포함하는 예시적인 메모리 시스템의 블럭도이다. [0008]

도 2는 도 1의 관리형 NVM 패키지에 대한 예시적인 어드레스 맵핑(address mapping)을 도시한다.

도 3은 불량 블럭 교체를 포함하는, 도 2의 어드레스 맵핑을 도시한다.

도 4는 다중 페이지 준비 명령들을 수신하기 위한 NVM 패키지를 도시한다. 

도 5는 예시적인 다중 페이지 준비 동작을 위한 타이밍 도이다. 

도 6은 다중 페이지 준비 명령 프로세싱용 호스트 제어기에 의해 수행되는 예시적인 프로세스의 흐름도이다. 

도 7은 다중 페이지 준비 명령 프로세싱용 비휘발성 메모리에 의해 수행되는 예시적인 프로세스의 흐름도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

메모리 시스템 개괄[0009]

도 1은, 관리형 NVM 패키지(104)(예를 들면, NAND 디바이스)에 연결된 호스트 제어기(102)를 포함하는 예시적인[0010]

메모리 시스템(100)의 블럭도이다.  NVM 패키지(104)는 다수의 NVM 디바이스들(108)(예를 들면, 다수의 미가공

NAND 다이들(dies))을 포함하는 BGA 패키지나 그 외의 IC 패키지일 수 있다.  메모리 시스템(100)은 휴대용 컴

퓨터들, 이동 전화기들, 디지털 카메라들, 포터블 뮤직 플레이어들, 장난감들, 썸(thumb) 드라이브들, 이메일

디바이스들 및 비 휘발성 메모리가 소망되거나 요구되는 임의의 다른 장치들을 포함하지만, 이에 국한되지 않는

다양한 디바이스들에서 사용될 수 있다.  본 명세서에서 사용되는 것과 같이, 미가공 NVM은 외부 호스트 프로세

서에  의해서  관리되는  메모리  디바이스  또는  패키지이며,  관리형  NVM은  에러  정정,  마모  균등화(wear-

leveling), 불량 블럭 관리 등과 같은 적어도 하나의 내부 메모리 관리 기능을 포함하는 메모리 디바이스 또는

패키지이다.

일부 실시예들에서, NVM  패키지(104)는 내부 칩 선택 신호들을 사용하여 내부 채널들을 통해 NVM 디바이스들[0011]

(108)을 액세스하고 관리하기 위한 제어기(106)를 포함할 수 있다.  내부 채널은 제어기(106)와 NVM 디바이스

(108) 사이의 데이터 경로(data path)이다.  제어기(106)는 메모리 관리 기능들(예를 들면, 마모 균등화, 불량

블럭 관리)을 수행할 수 있고, 데이터 에러들(예를 들면, 플립된 비트들(flipped bits))을 감지 및 정정하기 위

한 에러 정정(ECC) 엔진(110)을 포함할 수 있다.  일부 실시예들에서, ECC 엔진(110)은 제어기(106) 내의 하드

웨어 컴포넌트로서 구현될 수도 있고, 또는 제어기(106)에 의해 실행되는 소프트웨어 컴포넌트로서 구현될 수도

있다.  일부 실시예들에서, ECC 엔진(110)은 NVM 디바이스(108)에 위치될 수 있다.

일부 실시예들에서, 호스트 제어기(102) 및 NVM 패키지(104)는 호스트에 비저블한(visible) 통신 채널("호스트[0012]

채널")을 통해 정보(예를 들면, 제어 명령들, 어드레스들, 데이터)를 통신할 수 있다.  호스트 채널은 ONFI 스

펙 버전 2.0에서 설명된 것처럼, 미가공 NAND 인터페이스들 또는 듀얼 채널 인터페이스들과 같은 표준 인터페이

스들을 지원할 수 있다.  또한 호스트 제어기(102)는 호스트 칩 인에이블(CE) 신호를 제공할 수 있다.  호스트

CE는 호스트 채널을 선택하기 위해 호스트 제어기(102)에 비저블하다.

예시적인 메모리 시스템(100)에서, NVM 패키지(104)는 CE 숨기기(hiding)를 지원한다.  CE 숨기기는 단일 호스[0013]

트 CE가 NVM 패키지(104)의 각각의 내부 채널에 사용되도록 하며, 따라서 NVM 패키지(104)의 인터페이스를 지원

하는데 필요한 신호들의 수를 감소시킬 수 있다.  도 2 및 도 3을 참조로하여 설명된 바와 같이, 메모리 액세스

들은 어드레스 공간 및 어드레스 맵핑을 사용하여 내부 채널들 및 NVM 디바이스(108)에 맵핑될 수 있다.  개별

적인 NVM 디바이스(108)는 제어기(106)에 의해 생성된 내부 CE 신호들을 사용하여 인에이블될 수 있다. 

예시적인 어드레스 맵핑[0014]

도 2는 도 1의 관리형 NVM 패키지(104)에 대한 예시적인 어드레스 맵핑을 도시한다.  특히, 맵핑은, 각각의 다[0015]

이(die)가 잠재적으로 다수의 플레인들(planes)을 포함할 수 있는, 다수의 다이들을 포함하는 관리형 NAND 디바

이스들과 함께 사용될 수 있다.  일부 실시예들에서, 어드레스 맵핑은 CAU들(Concurrently Addressable Unit

s)에서 작동한다.  CAU는 NVM 패키지 내에 다른 CAU들과 동시에 또는 병렬로 판독되거나, 프로그램되거나, 소거

될 수 있는 단일 호스트 채널로부터 엑세스 가능한 물리적인 저장 장치(storage)의 부분이다.  CAU는, 예를 들
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어, 단일 플레인 또는 단일 다이일 수 있다.  CAU의 크기는 CAU내의 소거 가능한 블럭들의 수이다.

맵핑은 도 2의 예시적인 메모리 아키텍쳐를 이용하여 설명될 것이다.  이 예시적 아키텍쳐를 위해, 블럭 사이즈[0016]

는 소거 가능한 블럭의 페이지들의 수로서 정의된다.  일부 실시예들에서, 16 바이트의 메타데이터(metadata)는

각 4 킬로바이트의 데이터에 대해 이용가능하다.  그 외의 메모리 아키텍쳐 역시 가능하다.  예를 들면, 메타데

이터는 더 많은 또는 더 적은 바이트들에 할당될 수 있다.

도 2에 도시된 어드레스 맵핑은 NAND 블럭들을 판독/프로그램/소거하는 미가공 NAND 프로토콜, 그리고 최적화된[0017]

성능을 가능하게 하는 추가의 명령들의 사용을 가능하게 한다.  NVM 패키지(104)는 NAND의 데이터 신뢰성을 관

리하기 위한 ECC 엔진(예를 들면, ECC 엔진(110))을 포함한다.  따라서, 호스트 제어기(102)는 ECC 엔진(110)을

포함할 필요가 없거나, 또는 별도로 신뢰성의 목적으로 데이터를 처리할 필요가 없다.

NVM 패키지(104)는 다른 CAU들과 동시에 또는 병렬로 액세스 가능한(예를 들면, NAND 메모리 셀들로부터 내부[0018]

레지스터로 데이터를 움직이는) 공간으로서 CAU를 정의한다.  이 예시적인 아키텍쳐에서, 모든 CAU들은 같은 수

의 블럭들을 포함한다고 가정된다.  다른 아키텍쳐들에서, CAU들은 다른 수의 블럭들을 가질 수 있다.  아래의

표 1은 CAU에서 페이지를 액세스하기 위한 예시적인 행 어드레스 포맷을 기술한다.

표 1

[0019]

표 1을 참조하면, 예시적인 n-비트(예를 들면, 24비트) 행 어드레스는 다음의 포맷[CAU: Block: Page]으로 NAND[0020]

디바이스의 제어기에 제시될 수 있다.  CAU는 다이 또는 플레인을 나타내는 수(예를 들면, 정수)이다.  블럭

(Block)은 CAU 수에 의해 식별되는 CAU 내의 블럭 오프셋(offset)이고, 페이지(Page)는 블럭에 의해 식별되는

블럭 내의 페이지 오프셋이다.  예를 들면, 블럭당 128 페이지들, CAU 당 8192 블럭들 그리고 6 CAU를 가진 디

바이스에서: X는 7 (27=128)이 될 것이며, Y는 13 (213=8192)이 될 것이며, 그리고 Z는 3 (22<6<23)이 될 것이

다.

도 2에 도시된 예시적인 NVM 패키지(104)는 두 개의 NAND 다이들(204a, 204b)을 포함하고, 각각의 다이는 두 개[0021]

의 플레인들을 가진다.  예를 들면, 다이(204a)는 플레인들(206a, 206b)을 포함한다.  그리고, 다이(204b)는 플

레인들(206c, 206d)을 포함한다.  이 예시에서, 각각의 플레인은 CAU이고, 각각의 CAU는 블럭당 128페이지들을

가진 2048 멀티 레벨 셀(MLC) 블럭들을 가진다.  프로그램 동작 및 소거 동작은 블럭들(각각의 CAU로부터의 블

럭)의 스트라이드(stride)에서 수행될 수 있다.  스트라이드는 서로 다른 CAU로부터 각각 유래된 블럭들의 배열

로서 정의된다.  도시된 예시에서, "스트라이드0"은 CAU들(0-3) 각각으로부터의 블럭 0을 정의하며, "스트라이

드1"은 CAU들(0-3) 각각으로부터의 블럭 1을 정의하며, "스트라이드2"는 CAU들(0-3) 각각으로부터의 블럭 2를

정의하며, 다른 것들도 마찬가지다. 

NVM 패키지는 제어 버스(control bus)(208) 및 어드레스/데이터 버스(210)를 통해 CAU들과 통신하는 NVM 제어기[0022]

(202)를 포함한다.  동작중에, NVM 제어기(202)는 호스트 제어기(도시되지 않음)로부터 명령들을 수신하고, 상

기 명령에 응답하여, 하나 이상의 CAU 상에서 동작(예를 들면, 판독, 프로그램 또는 소거 동작)을 수행하기 위

해 제어기 버스(208)  상의 제어 신호들 및 어드레스/데이터 버스(210)  상의 어드레스 또는 데이터를 어써트

(assert)한다.  일부 실시예들에서, 도 2를 참조로 설명된 것처럼, 명령은 [CAU: Block: Page]의 형태를 가지는

행 어드레스를 포함한다. 

도 3은 불량 블럭 교체를 포함하는 도 2의 어드레스 맵핑을 도시한다.  이 예시에서, 호스트 제어기(102)는 NVM[0023]

패키지(104)에 대한 스트라이드 어드레스를 발행한다.  NVM 패키지는 세 개의 CAU를 포함하며, CAU들 중 하나는

스트라이드 블럭 오프셋에 불량 블럭을 포함한다.  "스트라이드4" 어드레스는 보통 CAU0:Block4, CAU1:Block4

및 CAU2:Block4에 액세스할 수 있다.  그러나, 이 예시에서, 불량 블럭 CAU1:Block4는 CAU1:Block2000으로 대

체된다.

다중 페이지 준비 명령들을 수신하기 위한 예시적인 NVM 패키지[0024]
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도 4는 다중 페이지 준비 명령들을 수신하기 위한 NVM 패키지를 도시한 것이다.  일부 구현예들에서, NVM 패키[0025]

지(400)는 외부 호스트 제어기(도시되지 않음)로부터 수신된 다중 페이지 준비 명령들의 리스트를 유지하는 제

어기(402)를 포함한다.  명령들은 제어기가 다중 페이지 프로그램 동작들과 같은 다중 페이지 동작들을 위한

CAU들을 준비하기 위해 사용할 수 있는 행 어드레스[CAU: Block: Page]를 포함할 수 있다. 

NVM 패키지(400)는 다중 페이지 준비 명령에 의해 제공된 행 어드레스를 이용하여, 가장 최적화된 명령 세트를[0026]

주문하고 이용함으로써 페이지들을 프로그램하거나 그 외의 동작들을 수행할 수 있다.  일부 구현예들에서, 다

음 두 가지를 전송하기 위해 3 바이트들의 어드레스가 명령 내에서 사용된다:

● 바이트 0 - 정보를 사용할 명령, 및[0027]

● 바이트들 1？2 - 어드레스 카운트 ; 다중 페이지 동작에서 액세스될 페이지들의 수.[0028]

데이터 바이트들(입력/쓰기)은 곧 다가올 다중 페이지 동작들에서 사용될 페이지 어드레스들(행)을 전송하기 위[0029]

해 사용될 수 있다.  어드레스들의 카운트 및 페이지 어드레스들은 둘 다 리틀 엔디안(little endian)이 될 수

있다.

도 5는 예시적인 다중 페이지 준비 동작에 대한 타이밍 도이다.  일부 구현예들에서, 호스트 제어기는 3*N 바이[0030]

트 이상을 전송할 수 있으며, N은 프로그램될 페이지들의 수이다.  도시된 예시에서, 다중 페이지 프로그램 준

비 동작이 설명된다.  다른 타입들의 동작들도 역시 사용될 수 있다.

제1 코드, B0h는 다중 페이지 프로그램 준비 동작을 나타낸다.  CMD는, 호스트 제어기가 데이터를 이용하여 페[0031]

이지 어드레스들 W-addr[0], W-addr[1], 및 W-addr[2]를 프로그램하기 위해 사용할 다중 페이지 프로그램 명령

을 설명한다.  두 개의 바이트, Count-0 및 Count-1은 카운트에 후속하는 페이지 어드레스들의 수, W-addr[x]를

나타낸다.  이 예시에서는, 카운트 바이트들을 뒤따르는 3 개의 페이지 어드레스들이 있다.  호스트 제어기는

프로그램 동작을 페이지 N 보다 일찍 종료시키는 것을 선택할 수 있다(예를 들면, 마지막 명령어를 활용함).

그 후, NVM 패키지는 동작을 정확히 끝낼 수 있다.  전송된 모든 페이지들은 프로그램될 수 있다.  프로그램되

지 않은 페이지들은 소거된 채로 남을 수 있고, 나중에 프로그램될 수 있다.  코드들 00h, 00h, 00h 및 40h가

후속하는 코드 77h는, 페이지들이 프로그램되었는지를 결정하는 상태 요청 명령을 나타낸다.

다중 페이지 준비 동작에 후속하여, 호스트 제어기는 동작 상태를 체크할 수 있고, 상태 값들에 따라 반응하거[0032]

나 또는 동작할 수 있다.  아래의 표 2는 판독 동작 상태가 반환할 수 있는 서로 다른 값들 및 호스트 제어기가

무엇을 할지를 기대되는 지에 대한 설명이 규정되어 있다. 

표 2

[0033]

호스트 제어기에 의해 수행되는 예시적인 프로세스[0034]

도 6은 다중 페이지 준비 명령 프로세싱을 위해 호스트 제어기에 의하여 수행되는 예시적인 프로세스(600)의 흐[0035]

름도이다.  일부 구현예들에서, 프로세스(600)는 제1 명령을 비휘발성 메모리 디바이스(602)에 보냄으로써 시작

한다.  제1 명령은 비휘발성 메모리상에서 이후의 동작을 준비하기 위해 비휘발성 메모리 디바이스의 비휘발성

메모리를 구성하도록 동작할 수 있다.

일부 구현예들에서, 디바이스의 제어기는 준비 명령을 이용하여 CAU 인에이블먼트(enablement) 및 어드레싱 기[0036]

법들(addressing schemes)을 큐잉할(queue) 수 있다.  다른 구현예들에서, 제어기는 준비 명령과 함께 피드백

정보를 동시에 수신할 수 있다.  일 예시에서, 피드백 정보는 동작중인 플레인들, 다이들 또는 버스들을 설명할

수 있어, 메모리 동작들을 수행하기 위해 제어기에 의해 대안적인 경로들이 선택되고 사용될 수 있다.
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NVM  디바이스  내의  일부  미가공  NAND  다이들은  "두개의  플레인  캐쉬  모드  프로그램(Two-Plane  Cache-Mode[0037]

Program)"과 같은, 다양한 향상된 동작들을 지원하는 것이 가능하다.  NVM 제어기는, 좀 더 최적화된 데이터 전

송을 얻기 위해 향상된 동작이 적용될 수 있는 전체 시퀀스(full sequence)의 서브 시퀀스(sub-sequence)를 가

능한한 검증하도록 수행되어질 프로그램 동작들의 패턴들을 분석하기 위해 준비 명령에 존재하는 정보를 이용할

수 있다.  NVM 디바이스와 호스트 제어기의 상호 운영성을 관리하는 프로토콜은 블럭들의 각각의 스트라이드내

의 증가하는 페이지 어드레스들의 전체 스트라이드들이 포함된 동작들의 시퀀스들을 인에이블 하기 위한 준비

명령들을 포함할 수 있다.  NVM 디바이스 벤더들은 그들의 미가공 NAND 디바이스들의 성능 강화 특성들을 활용

하기 위한 준비 명령들을 사용할 수 있어서, 호스트 제어기 스택들의 개발자들은 성능 강화 특성들의 스펙 세부

사항들을 알 필요가 없다.

제2 명령은 동작을 수행하기 위해 비휘발성 메모리 디바이스로 전송된다(604).  동작으로부터 야기된 데이터는[0038]

비휘발성 메모리 디바이스로부터 수신된다(606).

메모리 디바이스에 의해 수행되는 예시적인 프로세스 [0039]

 도 7은 다중 페이지 준비 명령 프로세싱을 위해 비휘발성 메모리 디바이스에 의해 수행되는 예시적인 프로세스[0040]

(700)의 흐름도이다.  일부 구현예들에서, 프로세스(700)는 호스트 제어기로부터 명령을 수신하는 것에 의해 시

작된다(702).  명령은 다중 페이지 프로그램 준비 명령일 수 있다.  비휘발성 메모리는 준비 명령에 기초하여

비휘발성 메모리상의 후속 동작을 준비하도록 구성된다(704).  구성은 명령 순서를 변경하는 것 또는 최적화된

명령 세트를 이용하는 것을 포함할 수 있다. 

본 명세서가 많은 특정한 것들을 포함하고 있지만, 이것들은 청구되는 것 또는 청구될 수 있는 것의 범위에 대[0041]

한 제한으로 해석되어서는 안되고, 오히려 특별한 실시예들에 대해 특정한 특성들의 설명들로 해석되어야 한다.

개별적인 실시예들의 맥락으로 이 명세서에 기술된 임의의 특성들은 단일의 실시예에서 조합하여 구현될 수도

있다.  반대로, 단일 실시예의 맥락에서 설명된 다양한 특성들 역시 다수의 실시예들에서 따로따로 또는 임의의

적절한 부분 조합으로 구현될 수도 있다.  더욱이, 특성들이 일정한 조합들로 실행하는 것처럼 위에 설명될수

있고 심지어 그렇게 처음으로 청구될 수 있음에도 불구하고, 청구된 조합으로부터의 하나 이상의 특징들은 일부

경우에는 조합으로부터 소거될 수 있고, 청구된 조합은 부분 조합이나 부분 조합의 변형으로 될 수 있다.

마찬가지로, 동작들이 특별한 순서로 도면들에서 표현되었지만, 이것은 원하는 결과들을 얻기 위해, 그러한 동[0042]

작들이 도시된 특별한 순서로 또는 순차적으로 수행되거나, 또는 모든 도시된 동작들이 수행되는 것을 요구하는

것으로 이해되어서는 안된다.  어떤 환경에서는, 멀티 태스킹 및 병렬 프로세싱이 유리할 수 있다.  더욱이, 위

에서 설명된 실시예들의 다양한 시스템 컴포넌트들의 분리는 모든 실시예들에서 그런 분리가 요구되는 것으로

이해되어서는 안되고, 설명된 프로그램 컴포넌트들 및 시스템들은 일반적으로 단일 소프트웨어 제품에 함께 통

합되거나, 또는 다수의 소프트웨어 제품들로 패키지화될 수 있다고 이해되어야 한다. 

이와 같이, 특정한 실시예들이 설명되었다.  그 외의 실시예들은 하기의 청구항들의 범위내에 있다.[0043]
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